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Verfahren und Anordnung zur Wei 1 enl angenabs timmung 
einer optoelektronischen Bauelemente-Anordnung 

(16) Pa ten tanspriiche : 

1. Verfahren zur We 11 enl angenabs timmung einer opto- 
elektronischen Bauelemente-Anordnung mit zumin- 
dest zwei optoelektronischen Bauelementen, bei 
dem die Einstellung der charakteristischen Wel- 
lenlange fur jedes optoelektronische Bauelement 
unter Anwendung des Prinzips der thermischen 
Einstellung der charakteristischen Wellenlange 
uber die jeweilige Widerstandsheizung erf olgt, 
und bei dem die Wellenlangenabweichung anhand 
des Vergleichs der gemessenen Wellenlange mit 
der gewtinschten charakteristischen Wellenlange 
ermittelt wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die zur Einstellung der 
charakteristischen Wellenlange des optoelektro- 
nischen Bauelements notwendige thermische Ande- 
rung der Widerstandsheizung (H) durch gezielte 
Anderung des Widerstandswertes einer der Wider- 
standsheizung (H) vorgeschalteten Widerstands- 
anordnung (RM) erf olgt . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net dafi die Anderung des Widerstandswertes der 
Widerstandsanordnung (RM) durch schaltungstech- 
nische Maiinahmen erf olgt . 
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3, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dali die Anderung des Widerstandswertes der 
Widerstandsanordnung (RM) durch Materialverande- 
rung, vorzugsweise Materialab- oder Materialauf- 
trag erf olgt • 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Anderung des Widerstandswertes der 
Widerstandsanordnung (RM) durch Laserablation 
erf olgt . 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Anderung des Widerstandswertes der 
Widerstandsanordnung (RM) durch thermische Be- 
handlung erf olgt . 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Anderung des Widerstandswertes der 
Widerstandsanordnung (RM) durch chemische bzw. 
elektrochemische Behandlung erf olgt . 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Anderung des Widerstandswertes der 
Widerstandsanordnung (RM) durch Teilchenimplan- 
tation, elektromagnetische Strahlung bzw. Teil- 
chenstrahlung erf olgt . 

7. Verfahren nach Anspruch 1/ dadurch gekennzeich- 
net, daB die Anderung des Widerstandswertes der 
Widerstandsanordnung (RM) durch ein elektrisches 
Signal erf olgt. 




8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che dadurch gekennzeichnet, dafi es in regelmafii- 
gen Zeitabstanden durchgeftihrt wird. 

9. Anordnung zur Wellenlangenabstimmung einer opto- 
elektronischen Bauelemente-Anordnung mit zumin- 
dest zwei optoelektronischen Bauelementen und 
zumindest einer jeweils einem Bauelement zuge- 
ordneten Widerstandsheizung (H) zur Einstellung 
der charakteristischen Wellenlange des optoelek- 
tronischen Bauelements, dadurch ge- 
kennzeichnet, daJ3 jeder Wider- 
standsheizung (Hl-Hn) eine separate, mit der ge- 
meinsamen Spannungs- oder Stromquelle (U 0 /I) 
verbundene, in ihrem Gesamtwiderstand verander- 
bare Widerstandsanordnung (RMl-RMn) vorgeschal- 
tet ist. 

10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daI3 die Widerstandsanordnungen (RMl-RMn) 
aus einzelnen zu einem Widerstandsarray angeord- 
neten Widerstanden bestehen. 

11. Anordnung nach Anspruch 9 und 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daJ3 die Widerstande der Wider- 
standsanordnungen (RMl-RMn) zwischen in Reihen 
liegenden Kontaktf elder (Kl-Kn) geschaltet sind, 
wobei sie einem festen Ordnungsprinzip in Bezug 
auf ihre Widerstandswerte in der jeweiligen Rei- 
he unterliegen, und ' dafl die konkrete Ausbildung 
des Gesamtwiderstandes jeder einzelnen Wider- 
standsanordnung (RMl-RMn) liber die Kontaktf elder 
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(Kl-Kn) , vorzugsweise mittels Bondverbindungen 
(B) , erf olgt . 

12 . Bauelemente-Anordnung nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Kontaktf elder (Kl-Kn) • 
zur Anbringung "elektrischer Leitungen, vorzugs- 
weise als Kontaktfelder (Kl-Kn) mit Bondpads 
ausgebildet sind. 

13 . Bauelemente-Anordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Widerstande der Widerstandsanordnungen (RM1- 
RMn) alternativ aus Metall, Nichtmetall, Halb- 
leiter, Flussigkeit, Gel, Keramik, Oxyd, Metall- 
Matrix-Verbindung, Flussigkristallen und Polyme- 
ren bestehen. 

14 . Bauelemente-Anordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die optoelektronischen Bauelemente auf einem er- 
sten Korper und zumindest Teile der Widerstands- 
anordnungen (RMl-RMn) auf zumindest. einem weite- 
ren Korper angeordnet sind. 

15 . Bauelemente-Anordnung nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der erste Korper vorzugswei- 
se aus Halbleitermaterialien besteht, und dafi 
der zweite Korper ein Isolator ist. 

16 . Bauelemente-Anordnung nach einem t der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi 
das optoelektronische Bauelement ein Halbleiter- 




laser, ein optischer Verstarker, ein Filter, ein 
Wellenlangenmultiplexer oder ein Wellenleiter 
ist. 
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Verfahren und Anordnung zur Wellenlangenabstimmung 
einer op toel ek troni s chen Bauelemente-Anordnung 

Beschreibung : 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Wellenlan- 
genabstimmung von optoelektronischen Bauelementen 
einer optoelektronischen Bauelemente-Anordnung. 

Die Erfindung betrifft eine optoelektronische Bau- 
elemente-Anordnung mit zumindest zwei optoelektro- 
nischen Bauelementen. Jedem einzelnen optoelektro- 
nischen Bauelement der Bauelemente-Anordnung ist 
jeweils eine Wider standsheizung zur Einstellung der 
charakterischen Wellenlange des optoelektronischen 
Bauelements zugeordnet . 

In zunehmendem Mafle werden zur Datenubertragung be- 
ziehungsweise zur Ubertragung von Fernseh- und 
Rundf unkkanalen optische Ubertragungssysteme einge- 
setzt. Im allgemeinen besteht ein solches optisches 
(Jbertragungssystem aus einem lichtf uhrenden Wellen- 
leiter, einem Halbleiterlaser als Lichter zeuger und 
einem Lichtdetektor . Der Halbleiterlaser strahlt 
dabei Licht mit einer bestimmten, charakteristi- 
schen Wellenlange aus. Diese charakteristische Wel- 
lenlange ist im wesentlichen abhangig vom einge- 
setzten Material, laflt sich aber beispielsweise 
durch thermische Einwirkung innerhalb eines be- 
stimmten Wellenlangenbereichs einstellen. Zur Erho- 
hung der iiber einen Wellenleiter libertragbaren Da- 
tenmenge lassen sich mehrere einem Wellenleiter zu- 
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geordnete Halbleiterlaser verwenden, die rait unter- 
schiedlichen Wellenlangen arbeiten. Hierbei ist es 
jedoch notwendig, dafi die Wellenlangen sehr genau 
eingehalten werden, so dali am Ende der Obertragung 
eine eindeutige Dif f erenzierung der Daten moglich 
ist . 

Da die charakteristische Wellenlange von Halblei- 
terlasern herstellungsbedingt innerhalb eines Tole- 
ranzbereiches differiert, mussen die Halbleiterla- 
ser vor dem Einsatz zur Dateniibertragung abgestimmt 
werden, Hierzu bedient man sich beispielsweise so- 
genannter Widerstandsheizungen, die durch thermi- 
sche Einwirkung die charakteristische Wellenlange 
eines Halbleiterlasers verandert , Die Abstimmung 
erfolgt im allgemeinen durch Einstellen der an der 
Widerstandsheizung anliegenden Spannung, wobei hier 
jeder Widerstandsheizung und damit j edem optoelek- 
tronischen Bauelement der Baue 1 emn t e - Ano r dnung je- 
weils eine Spannungsquelle zugeordnet ist. 

Dies hat jedoch den Nachteil, dali ein sehr aufwen- 
diger Aufbau notwendig wird. Desweiteren ist eine 
spatere Abstimmung der Anordnung in einfacher Weise 
nicht mehr moglich. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht des- 
halb darin, ein Verfahren zur Abstimmung von opto- 
elektronischen Bauelementen anzugeben, das einfach 
ist und sich mit minimalem Kostenauf wand realisie- 
ren lalit. Desweiteren ist die zur Realisierung des 
Verfahrens benotigte Anordnung anzugeben. 




Die Aufgabe wird erf indungsgemafi durch ein Verfah- 
ren gelost, welches ebenfalls auf dem Prinzip der 
thermischen Anderung der Widerstandsheizungen der 
optoelektronischen Bauelemente der betreffenden op- 
toelektronischen Bauelemente-Anordnung beruht. 

Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Verfahren 
gelost, das die Merkmale des Anspruchs 1 umfaflt. 
Die Bauelemente-Anordnung wird durch eine Losung 
realisiert, die die Merkmale des Anspruchs 9 auf- 
weist. Das Verfahren beruht darauf, dafi im ersten 
Verfahrensschritt fur jedes optoelektronische Bau- 
element der optoelektronischen Bauelemente- 
Anordnung die Wellenlange erf a/it wird. Anhand des 
Vergleichs der erfaliten Wellenlange mit der ge- 
wunschten charakteristischen Wellenlange wird fur 
jedes optoelektronische Bauelement der optoelektro- 
nischen Bauelemente-Anordnung die Abweichung von 
der gewunschten charakteristischen Wellenlange er- 
mittelt. Anschliefiend wird erf indungsgemafi eine dem 
jeweiligen optoelektronischen Bauelement zugeordne- 
te Widerstandsanordnung, abhangig von der ermittel- 
ten Wellenlangenabweichung, verandert. Die Wider- 
stands anordnung, welche der Heizung des optoelek- 
tronischen Bauelements vorgeschaltet ist, beein- 
fluBt iiber ihren Gesamtwiderstand die Heizleistung 
der Heizung des optoelektronischen Bauelements. Der 
Gesamtwiderstand der Widerstandsanordnung wird so 
eingestellt, dafl uber die Heizleistung die ge- 
wiinschte charakteristischen Wellenlange des betref- 
fenden optoelektronischen Bauelements erzielt wird. 
Diese Prozedur wird fur jedes optoelektronische 




Bauelement der optoelektronischen Bauelemente- 
Anordnung einzeln durchgef uhrt . 

Das erf indungsgemaBe Verfahren erlaubt eine sehr 
einfache Einstellung der optoelektronischen Bauele- 
mente einer Baue 1 emen t e - Anor dnung , beispielsweise 
einer Halbleiterlaserzeile . Insbesondere lafit sich 
das Verfahren vollautomatisch durchfiihren, was gro- 
Be Vorteile bei der Verwendung von optoelektroni- 
schen Bauelementen in groIJerem Umfang hat. 

Die erf indungsgemaBe Bauelemente-Anordnung umfafit 
erf indungsgemaB neben einer gemeinsamen Spannungs- 
quelle Uo Widerstandsanordnungen RM. Dabei ist je- 
dem optoelektronischen Bauelement der Bauelemente- 
Anordnung eine separate Widerstandsanordnung RM zu- 
geordnet. Die Widerstandsanordnung RM ist jeweils 
zwischen gemeinsamer Spannungsquelle U 0 und Wider- 
standsheizung H angeordnet, das heiBt, jeder Wider- 
standsheizung H ist eine separate Widerstandsanord- 
nung RM vorgeschaltet . Jede Widerstandsanordnung RM 
besteht aus einem Netzwerk von Widerstanden R. Da- 
mit laBt sich die Heizleistung fur jedes optoelek- 
tronische Bauelement der optoelektronischem Bauele- 
mente-Anordnung sehr einf ach durch entsprechende 
Veranderungen im Widerstandsnetzwerk einstellen. Da 
alle Widerstandsanordnungen RM uber eine einzige 
Spannungsquelle U 0 gespeist werden, entfallt ein 
betrachtlicher schaltungstechnischer Aufwand und es 
werden damit Kosten eingespart. Ein weiterer Vor- 
teil liegt darin begrtindet, daB in sehr einfacher 
Weise auch nachtraglich eine Abstimmung der charak- 
teristischen Wellenlange der optoelektronischen 



Bauelemente durch Verandern des Gesamtwiderstandes 
und damit der Heizleistung durchfuhrbar ist. 

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung be- 
steht darin, die Widerstandsanordnung RM als Wider- 
standsarray auszubilden, welches mehrere systema- 
tisch nach Widerstandswerten geordnete Widerstands- 
elemente uinfaGt. Vorzugsweise weist die Wider- 
standsanordnung RM eine Oder mehrere Reihen von 
Kontaktf elder K auf, wobei die Widerstande der Wi- 
derstandsanordnung RM zwischen einzelhen Kontakt- 
feldern K angeordnet sind. Durch schalten bzw. 
iiberbrucken von Kontaktf eldern K lafit sich der Ge- 
samtwiderstand der Widerstandsanordnung RM und da- 
mit die Heizleistung der Heizung des optoelektroni- 
schen Bauelements verandern. Da die Kontaktf elder K 
und die Widerstande nach logischen Gesichtspunkten 
angeordnet sind, kann die Heizleistung in einfacher 
Art und Weise durch beschalten von Kontaktf eldern K 
eingestellt werden, wobei sich die konkret zu 
schaltenden Verbindungen aus der Systematik der Ma- 
trix festlegen lassen. Gleichzeitig beinhaltet das 
erf indungsgemafie Verfahren die Moglichkeit, auch 
bei Bedarf jederzeit eine notwendige Anpassung der 
Heizleistung vornehmen zu konnen. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfin- 
dungsgemalien Anordnung ergeben sich aus den Un- 
teranspriichen . 
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Die Erfindung wird nun anhand von Ausftihrungsbei- 
spielen mit Bezug auf die Zeichnungen naher erlau- 
tert. Dabei zeigen: 

Figur 1 ein Blockdiagramm einer optoelektroni- 

schen Bauelemente-Anordnung, 

Figur 2a eine schematische Darstellung einer Wi- 
der stands einrichtung, 

Figur 2b ein Schaltbild der Widerstandseinrich- 
tung, 

Figur 2c Darstellung, wie sich die Heizleistun- 
gen verschiedener Kanale gegenseitig 
beeinf lussen, 

Figur 3 ein erstes Ausf uhrungsbeispiel einer 

Baue 1 ement e-Anordnung , 

Figur 4a ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel einer 
Baue 1 ement e-Anordnung, 

Figur 4b bis 4d 

drei Diagramme zur Bestiimnung der Heiz- 
leistung, 

Figur 5a ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel einer 
Bauelement e-Anordnung, 



Figur 5b ein Diagramiu zur Berechnung der Heiz- 
leistung, 
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Figur 6 ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel einer 

Bauelement e-Anordnung, 

Figur 7 ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel einer 

Baue 1 ement e - Ano r dnung , 

Figur 8 ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel einer 

Baue 1 entente -Ano r dnung, 

Figur 9 ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel einer 

Baue 1 ement e -Ano r dnung , 

Figur 10 ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel einer 
Baue lenient e-Anordnung, 

Figur 11 ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel einer 
Bauelement e-Anordnung, und 



Figur 12a 



Ausf uhrungsbeispiel mit Wider s tandsan- 
ordnung auf der Bauelementezeile 



Figur 12b ein Diagramm zur Veranschaulichung des 
Verf ahrens . 



Figur 13 



ein Ausf uhrungsbeispiel mit Stromquelle 



In Figur 1 ist eine Bauelemente-Anordnung 1 darge- 
stellt, die eine Anzahl von Halbleiterlasern LI bis 
Ln umfalit. Der grundsat zliche Aufbau einer solchen 
Halblei ter laser zeile ist bekannt , weshalb an dieser 
Stelle auf deren genaue Beschreibung verzichtet 
wird. Zur gleichzeitigen Obertragung von Daten in 
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einem optischen Datenubertragungs system arbeiten 
die Halbleiter laser Ll-Ln mit unterschiedlichen 
Wellenlangen beziehungsweise Frequenzen. Herstel- 
lungsbedingt strahlen die Halbleiterlaser Ll-Ln 
nicht immer mit der gewunschten Wellenlange aus. 
Vor und/oder wahrend der Inbetriebnahme erfolgt 
deshalb eine Abstimmung auf die gewunschte Wellen- 
lange durch Verandern der charakteristischen Wel- 
lenlange, wobei im vorliegenden Fall der thermische 
Effekt ausgenutzt wird* Durch entsprechende indivi- 
duelle Beauf schlagung der Halbleiterlaser Ll-Ln mit 
einer bestimmten Temperatur, lafit sich die jeweili- 
ge Wellenlange innerhalb eines bestimmten Bereichs 
variieren . 

Hierzu ist jedem Halbleiterlaser LI bis Ln zumin- 
dest eine Widerstandsheizung HI bis Hn zugeordnet . 
Jede der Widerstandsheizungen HI bis Hn besteht aus 
einem Stromleiter, der einen entsprechend hohen Wi- 
derstand aufweist und bei Anlegen einer Spannung 
Warme entwickelt und im jeweiligen Halbleiterlaser 
Ll-Ln ein Temperaturf eld erzeugt. Zur Erzeugung des 
gewunschten Temperaturf eldes muS in vielen Fallen 
die Heizleistung erst eingestellt werden. Dazu ist 
jede Widerstandsheizung Hl-Hn erf indungsgemali mit 
einer separaten Widerstandsanordnung RMl-RMn ver- 
bunden. Alle Widerstandsanordnungen RMl-RMn sind 
mit einer gemeinsamen Spannungsquelle U 0 verbunden 
und werden von ihr gespeist. Die Widerstandsanord- 
nungen RMl-RMn sind vorzugsweise als Widerstandsar- 
rays ausgebildet, welche sich aus einzelnen Wider- 
standen zusammensetzen. Eine gezielte Manipulation 
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der einzelnen Widerstande fuhrt zu einer gezielten 
Veranderung des Gesamtwiderstandes der als Wider- 
standsarray ausgebildeten Widerstandsanordnung. 
Durch die Veranderung des Gesamtwiderstandes der 
einzelnen Wider standsanordnungen RMl-RMn wird eine 
Veranderung des durch die Widerstandsheizungen Hl- 
Hn flielienden Stroms und damit eine Anderung der 
Heizleistung der einzelnen Widerstandsheizungen Hl- 
Hn bewirkt. Ober die Anderung der Heizleistung der 
einzelnen Widerstandsheizungen Hl-Hn erfolgt die 
individuelle Anderung der Wellenlange bis die ge- 
wiinschte charakteristische Wellenlange fur jeden 
einzelnen Halbleiterlaser Ll-Ln eingestellt ist. 
Die Einstellung der Widerststande der Widerstand- 
sanordnungen RMl-RMn auf bestimmte Widerstandswerte 
erfolgt elektrisch, optisch und/oder durch elektro- 
magnetische Wellen. 

Die Widerstandsanordnungen RMl-RMn lassen sich ei- 
nerseits auf einem die Halbleiterlaser Ll-Ln tra- 
genden Trager/Isolator anordnen. Desweiteren ist es 
moglich, die Widerstandsanordnungen RMl-RMn ge- 
trennt • von den Halbleiterlasern Ll-Ln anzuordnen, 
beispielsweise an. einer spater sehr leicht zugang- 
lichen Stelle der gesamten Einheit zur DatenUber- 
tragung. 

Wie bereits erwahnt, lafit sich die charakteristi- 
sche Wellenlange X q jedes einzelnen optoelektroni- 
schen Bauelements, wie ' beispielsweise bei den Halb- 
leiterlasern Ll-Ln, uber die Temperatur jedes ein- 
■ zelnen ' Halbleiterlasers Ll-Ln und somit iiber die 
Heizleistung P q beziehungsweise den Heizstrom I q 



durch die Widerstandsheizungen Hl-Hn individuell 
einstellen. Die Grundlage fiir jeden Kanal q, mit 
q g [1-n], den Heizstrom individuell einzustellen, 
bildet eine matrixartige Anordnung der Wider- 
standsanordnungen RMl-RMn . 

In Figur 2a ist eine derartige Widerstandsanordnung 
fiir den Kanal q dargestellt. Die Widerstandsanord- 
nung besteht aus Kontaktf eldern Kq,i # j mit den Koor- 
dinaten (i,j), wobei i e [1/ r] und j e [1, s] ist, 
q die Bauelemente-Nummer (Kanal) angibt und r bzw. 
s die Grofle der matrixartigen Widerstandsanordnung 
in y- bzw. x-Richtung ist. Die eingezeichneten In- 
dizes j und i bezeichnen die Spalten- und Zeilen- 
nummern. Diese matrixartige Anordnung von Kontakt- 
f eldern wird im f olgenden auch als Kontaktmatrix 
bezeichnet. Die Kontaktf elder sind uber ohmsche Wi- 
derstande R q ,i, j-> q ,k,i gekoppelt, wobei R q ,i,j-> q ,k,i einen 
Widerstand zwischen den Kontaktf eldern K qfi/j und 
K q ,k,i bezeichnet. Die Widerstandswerte der ohmschen 
Widerstande umfassen Werte R q ,i, j-» q ,k,i = 0 Ohm 
(Kurzschlufl) bis Rq,i, j-* q ,k, i ->« (keine elektrisch lei- 
tende Verbindung oder Isolator) . Die Kontaktf elder 
K^tru und K q , v , w mit (t,u) ^ (v,w) sind mit einer 
elektrischen Spannungsquelle U 0 verbunden, die zwi- 
schen den Kontaktf eldern eine Potentialdif f erenz 
U(t) beliebigen zeitlichen Verlaufs erzeugt. Die 
elektrischen Verbindungen der Spannungsquelle U 0 
mit den Kontaktf eldern K q , t ,u und K q , v , w werden im 
f olgenden mit LQ bezeichnet, Eine elektrische Ver- 
bindung LQ besteht aus einer Zahl f > 1 im mathema- 
tischen Sinne mehrfach zusammenhangender elektrisch 
leitfahiger Gebiete, die elektrisch miteinander 
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verbunden sind. Diese Gebiete enthalten eine Anzahl 
g > 0 elektrisch leitender Gebiete der Widerstand- 
heizung Hq eines Kanals q und eine Anzahl h > 0 
elektrisch leitender Gebiete der matrixartigen An- 
ordnung aus Kontaktf eldern. 

Die Kontaktf elder K q , a , b und K q , c , d mit (a,b)*(c,d) 
sind uber eine elektrisch leitende Verbindung mit 
der Widerstandsheizung Hq derart verbunden, dafi ei- 
ne Potentialdif f erenz zwischen den Punkten Kq, a ,b und 
Kq, c , d einen elektrischen StromfluB durch die Wider- 
standsheizung Hq hervorruft, falls der Widerstands- 
wert R q der Widerstandsheizung Hq endlich groB ist. 

Die Anordnung aus Spannungsquelle U 0/ elektrischen 
Verbindungen LQ, matrixf ormiger Anordnung aus Kon- 
taktfeldern, den ohmschen Widerstanden R q ,i, j-> q ,k,i 
zwischen den Kontaktf eldern K q ,i,j und Kq,*,! wird er- 
f indungsgemafi derart manipuliert beziehungsweise 
abgestimmt, daB sich an der elektrischen Wider- 
standsheizung Hq eine Heizleistung P q einstellt, 
die durch die thermische Ankopplung der Wider- 
standsheizung Hq am Halbleiterlaser Lq eine Tempe- 
raturanderung AT q am Halbleiterlaser Lq hervorruft. 
Diese Temperaturanderung bewirkt eine Wellenlangen- 
verschiebung AA, q der charakteristischen Wellenlange 
des Kanals q. 

Die individuelle Einstellung der Wellenlange A, q des 

Kanals q lauft nach folgendem Verfahren ab: 

Zu Beginn des Verfahrens wird eine Heizleistung 

P q > 0 eingestellt, aus der sich eine Wellenlange A, q 

ergibt. Das Ziel ist, die Heizleistung derart ein- 

zustellen, daft die Wellenlange X, q , 3 betragt. 



Die Heizleistung der Widerstandsheizung wird in ei- 
nera Bereich variiert, in dem die damit verbundene 
Wellenlangenanderung den Bereich der gewunschten 
Wellenlange X q , s abdeckt. Aus dieser Messung ergibt 
sich ein f unktioneller Zusammenhang A, q (P q ). Entspre- 
chend laBt sich aus diesem Zusammenhang fiir eine 
Wellenlange X q , s die Heizleistung P q bestimmen. Die 
gewunschte Heizleistung P q laflt sich durch veran- 
dern der Widerstandsanordnung RMq einstellen . Auch 
durch Einstellen der Spannung an der Spannungsquel- 
le U 0 laBt sich die Heizleistung P q variieren, wo- 
bei jedoch entsprechend auch die Heizleistung der 
anderen optoelektronischen Bauelemente verandert 
wird, Durch die Grofie der angelegten Spannung an 
den Kontaktf eldern K q , t , u una K q , VfW , die Dimensionie- 
rung und Anordnung der Widerstande R q ,i, j-> q ,k,i und 
durch Oberbriickungen (Kurzschliisse) zwischen den 
Kontaktf eldern sowie Bemessung der Grofie des 
Heizwiderstandes P q der Widerstandsheizung Hq wird 
der maximale Betrag der Leistungsvariation AP q = 
Pq,max-P q ,min eines Kanals q festgelegt. Aus dieser 
Leistungsvariation AP q ergibt sich eine maximale 
Wellenlangenvariation AA, q , max . 

Eine we it ere Moglichkeit, die charakteristische 
Wellenlange einzustellen, besteht darin, die Heiz- 
leistung P q auf einen bestimmten Wert P > 0 einzu- 
stellen und die dazugehorige Wellenlange zu messen. 
Dann wird auf der Grundlage von abgespeicherten Er- 
f ahrungswerten zu dem f unktionellen Zusammenhang 
^- q (P q ) die Heizleistung P q verandert. 
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Es ist auch denkbar, die Heizleistung P q nacheinan- 
der auf zwei Werte einzustellen und jeweils die zu- 
gehorige Wellenlange zu messen. Anschliefiend wird 
der Verlauf des f unktionellen Zusammenhangs *- q (P q ) 
durch Interpolation und/oder Extrapolation der zu- 
vor -ermittelten Wellenlangen berechnet und entspre- 
chend die Heizleistung P q verandert. 

Ebenfalls ist es denkbar, die Heizleistung P q in 
einem Intervall in bestimmten Schritten AP zu vari- 
ieren und die entsprechende Wellenlange zur Erstel- 
lung des f unktionellen Zusammenhangs A, q (P q ) zu mes- 
sen und anhand des ermittelten Zusammenhangs die 
Heizleistung P q zu verandern. 

Selbstverstandlich ist es auch moglich, die Heiz- 
leistung P q kontinuierlich zu variieren, bis die 
gewtinschte charakteristische Wellenlange erreicht 
ist. 

Bei der Einstellung der Heizleistung P q mufl fur die 
Widerstandswerte der Verbindungen LQ zwischen der 
Spannungsquelle U 0 und der matrixartigen Anordnung 
von Kontaktf eldern K q/i/j -K q , k ,i sowie dem Innenwi- 
der stand der Spannungsquelle U 0 folgende Forderung 
erfullt se.in: Haben bei einer Bauelemente-Anordnung 
von n Kanalen mit n Widerstandsheizungen und n An- 
ordnungen von Kontaktf eldern eine Anzahl von n-1 
Widerstandsheizungen H eine Heizleistung P e , m in und 
eihe beliebige Widerstandsheizung H 3 die Heizlei- 
stung P s mit Ps,min<Ps<P 3 ,max und s ^ e, dann mussen 
die elektrischen Verbindungen LQ der Spannungsquel- 



le U 0 mit den Kontaktf eldern der einzelnen Kanale q 
sowie der Innenwiderstand der Spannungsquelle U c 
derart dimensioniert sein, dafi bei einer Variation 
der Heizleistungen der n-1 Kanale um AP e , also von 
Re.min nach Pe.max/ die Heizleistung der Wider- 
standsheizung H s um einen Wert AP s , Fe hier<£s # AP s vari- 
iert, mit einem Wert 0<s s <l, der frei wahlbar ist, 
jedoch moglichst klein sein sollte, um eine gegen- 
seitige Beeinf lussung der Kanale zu minimieren . 

In Figur 2b ist das Schaltbild eines Ausfiihrungs- 
beispiels mit drei Widerstandsheizungen darge- 
stellt. Die matrixartigen Anordnungen von Kontakt- 
feldern ist in diesem einfachen Fall derart gestal- 
tet, daB sie zu Gesamtwiderstanden (im folgenden 
mit Vorwiderstanden Rvi~Rv3 bezeichnet) , die zum 
Heizwiderstand R H i-Rh3 in Serie geschaltet sind, zu- 
sammengef aBt werden konnen. Die elektrischen Ver- 
bindungen LQ der Spannungsquelle U 0 mit den Kon- 
taktf eldern zu den Gesamtwiderstanden Rvi-Rv3 und 
Heizwiderstanden R H i~Rh3 haben einen Leitungswider- 
stand Rli~Rl3- Der Innenwiderstand der Spannungs- 
quelle U 0 ist im Widerstand R L i enthalten. 

Die Widerstandswerte der Vorwiderstande R V i~Rv3 und 
Heizwiderstande Rhi~Rh3 werden entsprechend der no- 
tigen Heizleistungen Pi - P 3 beziehungsweise Wellen- 
langenverschiebung und der Grofte der zur Verftigung 
stehenden Spannung U G dimensioniert. Die Leitungwi- 
derstande Rli~Rl3 mlissen obige Forderung erfullen. 
Die Leistungen der Heizwiderstande Rhi~Rh3 ergeben 
sich aus : 



P q =I*R Hq mit q = 1,2,3 und R Hq = Widerstand der 
q-ten Heizung H q 
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In Figur 2 c ist die oben genannte Forderung fiir 
Kanal 1 dargestellt. Die Heizleistung P x von Kanal 
1 hat einen beliebigen Wert innerhalb von APi . Die 
restlichen Kanale 2 und 3 haben eine Heizleistung 
von P2,min be z i ehungswe i s e P3,min. Wird die Heizlei- 
stung der Kanale 2 und 3 auf P2,max beziehungsweise 
P3,max erhoht, so muJi die Abweichung von Pi kleiner 
sein als Si^APi . 

Im folgenden wird die Berechnung der Widerstande 
R L i bis R L 3 kurz dargestellt: 



AP, 



fur beliebiges Ry X 

XP^FeMer _ ( R V2 > R L\ > R L2 > R L3 ) ~ { R V 2 > R L\ > R L2 > R Ll) 

AP 2 AP 2 

fur beliebiges R V2 

AP 3 

fiir beliebiges Ry 3 



Heizleistung des Kanals q, wobei die 
restlichen Kanale eine Heizleistung 
P = Ps.min haben. 

Heizleistung des Kanals q, wobei die 
restlichen Kanale eine Heizleistung 
P = P s ,max heben. 

Aus obigen drei Gleichungen konnen die Maximalwerte 
der Leitungswiderstande R L i, R L2f Rls berechnet wer- 
den. 

Eine entsprechende Umsetzung der vorgenannten Aus- 
fuhrungen in eine B aue 1 emen t e - Ano r dnung ist in den 
Figuren 3 bis 11 dargestellt, die im folgenden na- 
her beschrieben werden. 

Figur 3 zeigt eine Bauelemente-Anordnung 1, die 
drei Bauelemente, vorzugsweise Halbleiterlaser , LI, 
L2 und L3 umfafit. Der Aufbau der Anordnung selbst 
ist zweigeteilt, wobei im ersten Teil die drei 



AP 3 



mit 



p(min) . 
3 



p(max) . 
<7 



Halbleiterlaser LI bis L3 angeordnet sind. Deswei- 
teren umfafit der erste Teil der Anordnung Wider- 
standsheizungen HI bis H6 sowie einen Teil der Kon- 
taktfelder der Kontaktmatrix (K1-K4; K13-K16; K25- 
K28), wobei HI, H2 und K1-K4 zu Kanal 1 gehoren, 
H3, H4 und K13-K16 Kanal 2 zugeordnet sind und H5, 
H6 sowie K25-K28 Kanal 3 zugeordnet sind. Die Wi- 
derstandsheizungen H1-H6 sind so angeordnet, dafl 
sie in thermischen Kontakt zu den ihnen zugeordne- 
ten Halbleiterlaser LI bis L3 stehen. 

Der zweite Teil des Aufbaus besteht aus einem Iso- 
lator, auf dem sich fur jeden Kanal, das heiflt fur 
jeden Halbleiterlaser LI bis L3 der zweite Teil der 
Kontaktf elder der Kontaktmatrix befindet (K5 bis 
K12 fur Kanal 1, K 17 bis K24 fur Kanal 2 und K29 
bis K36 fur Kanal 3) . Im vorliegenden Fall besteht 
die Kontaktmatrix aus einer eindimensionalen Matrix 
mit zwolf Feldern. Die Zuleitungen LQ zur Span- 
nungsquelle U 0 befinden sich am oberen Rand der La- 
serzeile und am unteren Rand der Kontaktzeile . Die 
Zuleitungen umfassen die Bereiche: AO, B, Al, K25, 
B, K26, A2, K13, B, K14, A3, Kl, B, K2 sowie auf 
den Isolaten A4, K36. A5, K24, A6, K12, wobei B 
Bondverbindungen sind. 

Die Zuleitungen enthalten somit Gebiete der Kon- 
taktmatrizen. 

Neben den Kontaktmatrizen befinden sich auf der 
Kontaktanordnung weitere Kontaktf elder K L i bis K L z, 
die liber elektrisch leitende Bondverbindungen B mit 



den Kontakten der Laserzeilen L1-L3 verbunden sind. 
Die Kontaktfelder K5 bis K12 von Kanal 1, K17 bis 
K24 von Kanal 2 und K29 bis K3 6 von Kanal 3 der 
Kontaktmatrizen sind durch raumlich verteilte Wi- 
derstandsanordnungen mit den Widerstanden R1-R7; 
R8-R14 und R15-R21 elektrisch leitend verbunden. 
In Figur 3 sind sie als schwarze Schleifen darge- 
stellt. Das Kontaktfeld K4 ist mit Kontaktfeld K5 
liber eine Bondverbindung elektrisch verbunden . 
Gleiches gilt fur die Kontaktfelder K16 und K17 so- 
wie K28 und K2 9. Die Versorgungsspannung der Wider- 
standsheizung wird zwischen den Bereichen A4 und AO 
angelegt, was durch einen Pfeil angedeutet ist. 

Die Einstellung der Widerstandsheizungen H1-H6 auf 
eine bestimmte Heizleistung P q erfolgt durch das 
Verandern der Widerstande zwischen den Kontakten 
der Kontaktmatrix, was durch zusatzliche elektri- 
sche Verbindungen oder durch Verandern der schlei- 
fenformigen Widerstandsanordnungen erzielt werden 
kann. 

Die wahrend des Abstimmungsverf ahrens notwendige 
Variation der Heizleistung wird durch eine variable 
Spannung an der Spannungsquelle U Q eingestellt. 

Das in Figur 4a gezeigte Ausf uhrungsbeispiel folgt 
in wesentlichen Teilen deiri Beispiel in . Figur 3. Es 
unterscheidet sich durch die Anordnung der Kontakt- 
matrize, die in diesem Fall aus jeweils 11 Kontakt- 
feldern besteht (Kl bis Kll fur Kanal 1, K12 bis 
K22 fur Kanal 2 und K23 bis K33 fur Kanal 3) . Zwi- 



schen den Kontaktf eldern K6. bis K10 und dem Kon- 
taktfeld Kll, K17 - K21 und K22 sowie K28 - K32 und 
K33 befinden sich ohmsche Widerstande mit den Wer- 
ten: 
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wobei der Widerstand R durch den maximal und mini- 
mal einzustellenden Widerstand festgelegt ist. 
Es handelt sich somit um eine binare Kodierung der 
Widerstandswerte, mit der es moglich ist, einen Wi- 
derstkndsbereich von R bis R/2 i auf zuspannen, wobei 
i die Zahl der Widerstande pro Kanal ist. Mit fiinf 
Widerstanden lassen sich so einunddreifiig verschie- 
dene Widerstandswerte einstellen, indem beispiels- 
weise fur den Kanal 1 elektrisch leitende Verbin- 
dungen von dem Kontaktfeld K5 zu den Kontaktf eldern 
K6 bis K10 hergestellt werden. Soil zum Beispiel 
der Widerstandswert 1/6 * R fur Kanal 1 eingestellt 
werden, so sind, wie in Figur 4a am Bauelement LI 
ausgefuhrt, der Widerstand R2 = H - R und der Wi- 
derstand R3 = H * R parallel zu schalten. Bei Bau- 
element L2 ist ein Widerstandswert von 1/25 * R und 
bei Bauelement L3 ein Widerstandswert von 1/10 * R 
eingestellt . 

Fur den Fall, dafi U 0 = 2 . 5 V, R = 480 Ohm und R H = 
20 Ohm ist, ist in Figur 4b der Heizleistungsver- 
lauf auf der linken Ordinatenachse in Abhangigkeit 



von dem eingestellten Index dargestellt. Der Wider- 
standswert ergibt sich zu R res = R/mdex. Die Leistung 
berechnet sich gemaB : 

mit R res als dem resultierenden Widerstand. 

Auf der rechten Ordinatenachse der Figur 4b ist die 
relative Schrittweite auf getragen. Eine relative 
Schrittweite von Eins entspricht der Schrittweite 
des linearen Zusammenhangs zwischen der Heizlei- 
stung und des eingestellten Index. Durch die Dimen- 
sionierung der Heizwiderstande HI - H6, der Span- 
nung U Q sowie des Widerstandes R ist eine gute 
Ubereinstimmung mit dem linearen Verlauf erzielt 
worden . 

Es kann von Vorteil sein, die Heizleistung P q/ zum 
Beispiel fiir hohe Heizleistungen, in uberproportio- 
nal kleinen (groflen) Schrittweiten einzustellen, 
wie es in Figur 4 c (Figur 4d) durch die Wahl der 
Versorgungsspannung und des Wertes fiir R geschehen 
ist. Fiir den Fall grofier Schrittweiten bei hohen 
Heizleistungen (Figur 4d) betragt die Heizspannung 
20 V und der Wert von R = 8kOhm. Im Fall kleiner 
Schrittweiten bei hohen Heizleistungen betragt die 
Heizspannung 1,5 V und der Wert fur R = 40 Ohm. 



Figur 5a zeigt eine Variation von Figur 3. Die 
schleif enf ormigen Widerstandsverteilungen von Fig. 3 
sind in Fig. 5a als gerade Widerstandsanordnung RI 
ausgefiihrt. Die Kontaktf elder K5 bis K12 greifen 
beispielsweise fur Kanal 1 den Widerstand RI an un- 
terschiedlichen Stellen ab. Auch bei diesem Bei- 
spiel konnen die resultierenden Widerstandswerte 
binar kodiert werden, sofern die Widerstande zwi- 
schen zwei benachbarten Kontaktf eldern aus K5 bis 
K12 fur Kanal 1, K17 bis K24 fur Kanal 2 und K29 
bis K36 fur Kanal 3 dimensioniert sind, wie bei- 
spielhaft fur Kanal 1 gezeigt. 
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Zum Beispiel ergibt sich fur Halbleiterlaser LI ein 
resultierender Widerstand von Rl + R3 + R4 + R6. 
Entsprechendes gilt fur die restlichen Kanale. 

Figur 5b zeigt den Leistungsverlauf fur den Fall 
der binaren Kodierung. Anhand von Kanal 2 wird ge- 
zeigt, wie durch beliebig uberschneidende Verbin- 
dungen zwischen den Kontaktf eldern, zum Beispiel 
durch Verbindungen zwischen den Kontaktf eldern K17 
und K19 sowie K18 und K20, weitere Gesamtwider- 
standswerte realisiert werden konnen. 



In Figur 6 ist ein weiteres Ausf iihrungsbeispiel ei- 
ner Bauelemente-Anordnung gezeigt, wobei zur Ein- 
stellung der Heizleistung P q sechs Widerstande pro 
Kanal (Rl bis R6 fur Kanal 1; R7 bis R12. fur Kanal 
2 und R13 bis R18 fur Kanal 3) zur Verfiigung ste- 
hen. Uber die Kontaktf elder K5 bis K18 (beispiels- 
weise fur Kanal 1) konnen die Widerstande iiber 
Bondverbindungen B beliebig miteinander verbunden 
werden . 

Die in Figur 7 dargestellte Kontaktmatrix besteht 
aus 6 Kontaktf eldern pro Kanal. Die Felder K5 und 
K6 (fur Kanal 1) sind mittels einer abstimmbaren 
Widerstandsanordnung elektrisch leitend miteinander 
verbunden. Die Widerstandsanordnung setzt sich aus 
zwei Gebieten SI und S2 zusammen, die wiederum aus 
einem Gebiet mit elektrisch leitendem Material X 
(Kreuzschraf fur ) und einem isolierenden Bereich mit 
einem Isolator Y (weifl) bestehen. Durch das Auf- 
bringen eines hochleitf ahigen Materials I (schwarz) , 
zum Beispiel Lot auf die Bereiche SI und S2, wird 
der Gesamtwiderstand zwischen den Kontaktf eldern 
verkleinert. Der Bereich S2 dient zur Grobeinstel- 
lung und der Bereich SI zur Feinabstimmung der 
Heizleistung. 

Das Ausf iihrungsbeispiel gemaft Figur 8 ist gegenliber 
jenem gemafi Figur 7 dahingehend abgeandert, dali die 
Abstimmung durch Verandern des Widerstandes von be- 
liebig geformten Gebieten, die als unterschiedlich 
gekennzeichnete Flachen dargestellt sind und unter- 



schiedliche elektrische Leitf ahigkeiten besitzen. 
Diese Widerstande RI-RV bestehen aus unterschiedli- 
chem Widerstandsmaterial. Die Widerstandswerte der 
Widerstande RI-RV lassen sich zum Beispiel durch 
gezielte Materialveranderung, vorzugsweise Mate- 
rialab- oder Materialauf trag auf den gewiinschten 
Wider standswert einstellen. 

Materialabtrag bzw. Materialauf trag kann beispiels- 
weise durch Laserablation realisiert werden. Wei- 
terhin ist es moglich, den Widerstandswert der Wi- 
derstande RI-RV durch thermische Behandlung, chemi- 
sche Behandlung oder elektrochemische Behandlung zu 
andern. Weitere Moglichkeiten zur Anderung des Wi- 
derstandswertes werden in der Beeinf lussung durch 
Teilchenimplantation, elektromagnetische Strahlung 
bzw. Teilchenstrahlung oder durch ein elektrisches 
Signal gesehen. 

Das Ausf uhrungsbeispiel gemaft Figur 9 unterscheidet 
sich von jenem gemafi Figur 8 dadurch, daii beliebige 
elektrisch leitfahige Verbindungen zwischen den aus 
unterschiedlichem Widerstandsmaterial bestehenden 
beliebig geformten Widerstanden angebracht werden. 
Bei den Verbindungen kann es sich zum Beispiel um 
Bondverbindungen B handeln. Die Abstimmung erfolgt 
durch Anbringen oder Entfernen von Bondverbindungen 
oder alternativ nach dem Verfahren wie in Bild 8 
beschrieben . 

In dem in Figur 10 gezeigten Ausf uhrungsbeispiel 
werden die Widerstandsanordnungen RM fur die 3 Ka- 
nale durch die Widerstande Rl bis R3 ausgebildet. 



Die Abstimmung erfolgt dadurch, dafi elektrisch 
leitfahige Verbindungen, zum Beispiel Verbindungen 
B mit einer im Vergleich zur Widerstandsanordnung 
RM hohen elektrischen Leitf ahigkeit angebracht wer- 
den . 

In Figur 11 ist ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel 
dargestellt, bei dem die Kontaktmatrix fur Kanal 1 
Kontaktf elder Kl bis K12 umfalit. Zwischen den. Kon- 
taktfeldern K6 und Kll befinden sich elektrisch 
leitende Verbindungen Rl bis R6, die im Bild als 
gekrummte Linien dargestellt sind. Durch zusatzli- 
che elektrische Verbindungen, die als Bondverbin- 
dungen B ausgebildet sind, wird der Gesamtwider- 
stand der Kontaktmatrix abgeglichen. 

Figur 12a zeigt ein Ausf uhrungsbeispiel, bei dem 
die Widerstande der Widerstandsanordnung RM auf der 
Bauelementezeile abgeordnet sind, so dafi> die Ab- 
stimmung der Widerstandsordnung RM auf der Bauele- 
mentezeile erfolgt . 

Das zuvor beschriebene Verfahren zum Abstimmen der 
Halbleiterlaser LI bis Ln soli nun anhand der Figur 
12b nochmals kurz erlautert werden. So wird zu- 
nachst eine bestimmte Heizleistung P > 0 mittels 
der Widerstandseinrichtung RM1 bis RMn oder alter- 
nativ uber die Spannungsquelle U 0 individuell fur 
jeden Halbleiterlaser LI bis Ln eingestellt. An- 
schliefiend erfolgt eine Wellenlangenmessung fur je- 
den Halbleiterlaser LI bis Ln. Anhand des funktio- 
nellen Zusammenhangs ^(P) wird dann die dem ent- 
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sprechenden Halbleiterlaser Ll-Ln zugeordnete Wi- 
derstandsanordnung abgeglichen. Je nach gewahltem 
Verfahren werden diese Schritte mehrmals ausge- 
fiihrt, bis schliefilich die gewtinschte charakteri- 
stische Wellenlange fur jeden Halbleiterlaser. Ll-Ln 
erreicht ist . 

An dem vorgenannten Ausf iihrungsbeispiel wird deut- 
lich, dafi es eine Vielzahl von Moglichkeiten gibt, 
mit Hilfe der erf indungsgemafi ausgebildeten Wider- 
standsanordnung RMl-RMn die Heizleistung Pq der 
einzelnen Widerstandsheizungen Hl-Hn auf einfache 
Weise individuell einzustellen, ohne auf mehrere 
Spannungsquellen U 0 zuruckgreif en zu mussen. Insbe- 
sondere lassen sich die einzelnen Widerstande Rl-Rn 
bzw. RI-RV usw. der Widerstandsanordnungen RMl-RMn 
jederzeit, also auch nachtraglich, nach Inbetrieb- 
nahme der Bauelemente-Anordnung verandern. So ist 
es beispielsweise denkbar, durch Zeit- und Tempera- 
turmessungen auf der Grundlage von Erf ahrungswerten 
die Wellenlange beziehungsweise die Heizleistung Pq 
zu verandern, urn beispielsweise Alterungsef f ekte zu 
kompensieren . 

Dariiber hinaus ist die vorliegende Erfindung nicht 
nur auf die beschriebenen Halbleiterlaser Ll-Ln an- 
wendbar, sondern allgemein auf optoelektronische 
Bauelemente, wie optische Verstarker, Filter, Wel- 
lenlangenmultiplexer oder Wellenleiter . 
Bei den vorgenannten Ausf uhrungsbeispielen wurde 
als Energieversogungseinrichtung jeweils eine Span- 
nungsquelle U 0 verwendet. Selbstverstandlich ist es 



ebenso moglich, eine Stromquelle I einzusetzen, wie 
es in Figur 13 dargestellt ist, wobei die Wider- 
standsanordnung RMl-RMn und die Widerstandsheizun- 
gen Hl-Hn parallel und nicht in Reihe zueinander 
liegen . 
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Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen 



Ll-Ln 
U 0 
I 
H 

Hl-Hn 

Hq 
Rq 

Rq,i,j-Rq,k,l 

Rvl _ Rv3 

Rl1~Rl3 

LQ 



Pq 
RM 

RMl-RMn 
Rl-Rn 
RI- RXVII 

Al-An 



B 

Kl-Kn 

Kli~Kl3 



Halble iter laser 

Spannungsquelle 

Stromquelle 

Wider standsheizung 

Widerstandsheizungen der Halbleiterla 
ser 

Widerstandsheizung eines Kanals q 
Widerstand der Widerstandsheizung ei- 
nes Kanals q 

Widerstande der Widerstandsheizungen 
Vorwiderstande 
Leitungswiderstande von Rq 
elektrische Verbindungen der Span- 
nungsquelle U 0 mit den Kontaktf eldern 
der einzelnen Kanale q 
Heizleistung eines Kanals q 
Wider standsanordnung 

Widerstandsanordnungen der optoelek- 
tronischen Bauelemente 
Widerstande der Widerstandsan- 
ordnungen 

Widerstande der Widerstandsanordnung, 
aus unterschiedlichem Widerstands- 
material 

Verbindungen und leitfahigen Bereiche 
die ira eigentlichen Sinne keine Wider 
stande sind 
Bondverbindungen 
Kontaktf elder (Bondpads ) 
Kontaktfelder 
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Kq, t , u~~q, v ( w 

x, y 
Weg 



Kontaktf elder 
Kontaktf elder 
Ortskoordinate 
S1;S2 



Zusciinmenf assung 



1 . 1 . Verf ahren unci Anordnung zur Wellenlangenabstim- 
mung einer optoelektronischen Bauelemente-An- 
ordnung 

2.1. Die Erfindung betrifft ein Verf ahren und eine 
Anordnung zur Wellenlangenabstimmung einer op- 
toelektronischen Baue 1 emen t e- Ano r dnung , die 
zumindest aus zwei optoelektronischen Bauele- 
menten besteht, mit dem Ziel der Kostenmini- 
mierung . 

2 . 2 . Erf indungsgemaft wird die charakteristische Wel- 
lenlange flir jedes optoelektronische Bauele- 
ment tiber eine zwischen gemeinsamer Spannungs- 
quelle/Stromquelle (U 0 /I) und Heizung (H) des 
jeweiligen optoelektronischen Bauelements ge- 
schaltete Widerstandsanordnung (RM) einge- 
stellt, wobei die Wellenlangenabstimmung durch 
Veranderung der Heizleistung mittels Anderung 
des Gesamtwiderstandes der Widerstandsanord- 
nung (RM) erf olgt . 

2. 3. Die erf indungsgemafle Losung ist auf die Wellen- 
langenabstimmung von Halbleiterlasern, opti- 
schen Verstarkern, Filtern, Wellenlangenmulti- 
plexern und Wellenleitern ausgerichtet . 



3.0. Fig. 12b 
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Fig. 2a 
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Ausfuhrungsbeispiel mit Stromquelle 




- elektrische Schaltung fur Ausfuhrungsbeispiel: 
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Fig.13 
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